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1. はじめに 

苦味を客観的に評価する方法として味覚センサを用いた評価が導入されている．味覚センサはセンサ受容

部に脂質高分子膜と呼ばれる人工的な膜を備えており，脂質高分子膜と味物質間の静電・疎水性相互作用に

よる膜電位の変化を応答として出力する [1]．現状の医薬品苦味用センサはカフェイン等の無電荷苦味物質

を検出することができない．しかし，我々の先行研究において，2,6-dihydroxybenzoic acid (2,6-DHBA) 溶液

に浸漬し修飾した膜を用いることでカフェインに対する応答が得られることが分かっている [2]．この応答

は膜中の 2,6-DHBA とサンプル中のカフェインが水素結合を形成し，2,6-DHBA の分子内水素結合が解離さ

れ溶液中のH+との結合によって生じる膜電位変化と考察されている [3]．本研究ではカフェイン等の無電荷

苦味物質に応答するセンサを開発するとともにその応答機構の解明を目的として研究を行った． 

2. 実験方法 

先行研究では脂質高分子膜を修飾物質の溶液に浸漬していたが，本研究では膜に含まれる脂質と修飾物質

の量の関係を明確にするために，膜に直接修飾材料を混合した．膜は脂質と可塑剤，修飾材料，支持材を溶

媒と混合し撹拌した後シャーレに流し込み，溶媒を揮発させ作製した．脂質は Tetradodecylammonium bromide 

(TDAB)，可塑剤は Dioctyl phenyl-phosphonate (DOPP)，修飾材料は 2,6-DHBA，支持材は Polyvinyl chloride 

(PVC)，溶媒は Tetrahydrofuran (THF)を用いた．脂質の濃度は 1，3，10 mM とした． 2,6-DHBA の量は 2.5，

6.25，12.5，25，50，100 mg とした．カフェインサンプルの濃度は 100 mM とした（電解質として 30 mM KCl

と 0.3 mM 酒石酸を含む）． 

3. 結果と考察 

TDAB の濃度が低い膜では少ない量の 2,6-DHBA を

混合すると応答が大きく，TDAB の濃度が高い膜では

多い量の 2,6-DHBA を混合すると応答が大きかった．

これまでの実験から膜中の TDAB 濃度が高くなると

正荷電のアンモニウムイオンの増加によって膜電位

が上昇し，また，膜中の 2,6-DHBA 濃度が高くなると

負電荷のカルボニル基の増加によって膜電位が下が

ることが分かっている．今回の結果は，両物質の濃度

比によって膜電位が変化し，正・負電荷のバランスが

カフェインに対する感度に影響することが明らかと

なった． 今後は，カフェインに対する感度及び選択制

に関して評価する予定である． 
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Fig. 1  Measurement of the caffeine sample. 
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